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특허청  

청  1 

마 생 공간  컬  공간  나뉘 , 마 생  가스  공   가스 ;  

마에  생  컬  본체  도  는 컬  포 는, 본체;

상  본체  컬  통 는 컬 사   ; 

상  본체  마 생 공간과 컬  공간 사   게 는  1  크   재;

마 생   원  포 고,

상  본체  마 생 공간에는 마  생   극;  체가 치 어 ,

상  본체  마 생 공간과 상  컬  공간   지 아니 고 연결 에  꺾여  연

결 어 고,

상  본체에  마에  생  컬  상   통  사 는 것  특징  는,

원격 마 처리  스.

청  2 

삭

청  3 

 1 에 어 ,

상  본체  가스  마 생 공간 사   게 는  2  크   재  가

 포 는 것  특징  는,

원격 마 처리  스.

청  4 

 1 에 어 ,

상  본체  컬 에 복수  개 가 어 는 트 태  퓨 가 치 어 는 것  특징

 는,

원격 마 처리  스.

청  5 

 4 에 어 ,

상  퓨 에 어 는 복수  개 가 규칙  열 어 는 것  특징  는,

원격 마 처리  스.

청  6 

 1 에 어 ,
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상   원  주 수가 50Hz 내지 200MHz 고 압  50V 내지 10kV  것  특징  는,

원격 마 처리  스.

  

 술  야

본  원격 마 처리  스에  것 , 욱 체 는 균  컬  사가 루어지도[0001]

   원격 마 처리  스에  것 다.

 경  술

 도체 공 (Semiconductor  Fabrication  Process)  90% 상  진공 마 공 다. 그[0002]

만큼  진공  마는  통  랫동안  어  고  다.  근에는  에 지 경,  신재료 ,

폐 물처리, 스  등에  리 고 고, 러  마  여 도체 칩  생산 는 공 에

는 그 신뢰  상   리 고 다.

 같  마는  우 (glow  discharge)과  아크 (arc  discharge)   나 (corona[0003]

discharge) 같   에  는 , 우   는 사  극양단에 수

볼트(volt)  압  가 여 진  가스가 리  양 과   가 생 고, 러

  들  다   또는 극과 돌  2차  들  만드는 과  복 어 

는  것  그  특징  ,  아크 나 나 과 달리 비  마  크게 만들 수

고, 균  뛰어나 도체 공 에  가  많  고 다.

아크  우 과 달리 극  (날카 운 )쪽  든 가 집 는 특징  가  [0004]

량  갖고, 러     문에 매우  도  가    믹  단 는  주

고 다. 편, 나  우 과 아크  간특  갖는  나  에는

미  아크(micro-arc, filamentary)  주 가지  러  미  아크  주 에 우  

다.

처리  수 는 처리시스  듈, 드 듈, 공 듈, 언 드 듈  언 듈[0005]

 , 듈들  치에  각 듈들  순차  치 는  타 과, 듈  심  

드 /언 드 듈과 복수 개  공 듈들  치 는 클러스  타  다.

 들어 태양 지  는 처리시스    타  치 다.  듈에[0006]

다수  태양 지  들  재  트 는 드 듈->공 듈->언 드 듈  순차  통과 , 

처리가 료  트 는 들  트  언   드 듈  단에 치  듈

다시 다.

 같  마    처리  , 특   원격 마 스   , 마에 [0007]

 생  컬들  사   컬  사가 균 게 사 는 것  매우 다. 특   계  

 문에 균  컬  사는 욱 다.

또 ,  처리시 마에  직   경우 에 상   험   문에 마 생[0008]

공간  컬 사 공간  리시키는 것  다.

 내

본   실시 에  원격 마 처리  스가 공 고, 러  원격 마 처리  스는,[0009]

마 생 공간  컬  공간  나뉘 , 마 생  가스  공   가스 ;  

마에  생  컬  상  본체  도  는 컬  포 는, 본체; 상  본체

 컬  통 는 컬 사   ;  마 생   원  포 고, 상  본체

 마 생 공간에는 마  생   극;  체가 치 어 , 상  본체  마
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생 공간과 상  컬  공간   (offset) 어 고, 상  본체에  마에  생

컬  상   통  사 는 것  특징  다.

 상  본체  마 생 공간과 컬  공간 사   게 는  1  크  [0010]

재  상  본체  가스  마 생 공간 사   게 는  2  크   

재  가  포  수 다.

또 , 상  본체  컬 에 복수  개 가 어 는 트 태  퓨 가 치 어 ,[0011]

러  퓨 에 어 는 복수  개 가 규칙  열 어 는 것  직 다.

사 는 원  경우  원  주 수가 50Hz 내지 200MHz 고 압  50V 내지 10kV  것  직[0012]

다.

도  간단  

도 1  본   실시 에  원격 마 처리  스  측단 도  습  도시 다.[0013]

도 2는 본   실시 에  원격 마 처리  스    처리 는   습

도시 다.

도 3   본   실시 에  원격 마 처리  스  사시도  습  도시 다.

도 4는 본   실시 에  원격 마 처리  스   사시도  습  도시 다.

도 5는 본   실시 에  원격 마 처리  스  사시도  습  도시 다.

다양  실시 들   도  참 여 , 체 도 에  걸쳐 사  도 는 사  엘리 트

나타내   사 다.    본 에 , 다양  들  본   공  

시 다.  그러나 러  실시 들  러  특   없 도 실  수  다.  다  들에 ,

공지    치들  실시 들   게   블  다 아그  태  시 다. 

 실시   체  내

  본  실시 에  본   공   나 상  실시 들  간략  [0014]

 공 다.  본  든 가능  실시 들에  포  개 는 아니 , 든 엘리 트들  심 엘리

트  식별 거나, 든 실시   커 고   도도 아니다.  그   후에 시 는 상

 에  도  간략  태  나 상  실시 들  개  공  다.

도 1  도 2는 본   실시 에  원격 마 처리  스  러  스   처리 는 [0015]

  습  각각 도시 는 측단 도  사시도 다.

도 1에  보는 것처럼, 본   실시 에  원격 마 처리  스(10)는, 본체(100);  [0016]

(200)  포 다.

도 1  2에  처리 는 (20)   원격 마 처리  스   지나게 고,  원격[0017]

마 처리  스에  생  컬에    마 처리 다.

 마 처리   컬  균 게 사 고, 마가 직  에 쏘여지는 것  막   [0018]

 본  원격 마 처리  스에 포 어 , 에   도  겠다.

원격 마 처리  스(10)  본체(100)는 크게 2개  공간  나뉘는 , 도 1에  보는 것처럼 마[0019]

생 공간(120)  컬  공간(140)  나뉜다.

 같  본 에 는 마 생 공간(120)  컬  공간(140)  (offset) 시 고 다.[0020]

본  에  " (offset)"  ,  공간  "ㄱ", "ㄴ"과 같   공간  직  나  연결[0021]

어 는 것  아니고 공간과 공간  연결 에  꺾여  연결  미 다.

도 1에  보 , 마 생 공간(120)  컬  공간(140)과 "ㄱ"  태  꺾  채  연결 어 고,[0022]

  공간    어 다.
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본 에 는  같  마 생 공간과 컬  공간    시 ,  마가[0023]

실  생 는 공간과 마에  생  컬  는  포  공간  ,

처리 어야   직  마에 지 아니 게 , 직 마에  생  컬들 만

에 사 게 다.

,  술  문 에  언  것처럼, 처리  직  마에   상 는[0024]

문  결 었다.

(20)   지지 (22)에  지지 , 러   지지 는  고 시키는 계  또는  고[0025]

 가진다.  지지 는 직 게는 극 상  생 는  어 여  체 

에 착 또는 탈시키는 능  수 는  척(Electrostatic Chuck)   수 다. 다만,  동등

게 능  수 는 계  클 (Mechanical Clamp), 진공 척(Vacuum Chuck) 등도 사 어 질 수 다.

본체(100)는 에   것처럼 마 생 공간(120)  컬  공간(140)  크게 나뉘 , [0026]

마 생 공간(120)과 컬  공간(140) 사   가스 (150)  마 생 공간(120) 사 에는

각각  크   공간(130; 110)  각각 재 다.

본체(100)는 가스 (150);  컬 (160)  포 , 내 에는 극(310); 체(330);  [0027]

크   재(340, 340')  포 고 다.

가스 (150)는 본체  내  마 생 공간(120)  마 생  가스    [0028]

다. 가스 (150)는 본체  에 어  컬 (160)  쪽에 어 는 것  

직 다.

마  생  가스는   들 ,  질 ,  산 ,   체,  산 탄 ,  산 질 ,  루  체[0029]

(fluorinated gas), 탄 수 , 수 , 암 니아 , 염 (Cl)계 체,   들  물  들 수 다. 

 체 , 헬 , 아 곤, , 또는 크 (xenon)  사  수 다. 루  체  는 CF4, C2F6,

CF3CF=CF2, CClF3, SF6 등  들 수 다. 마 생  가스(처리 가스)  택  처리 에  당  야

에  통상  지식  가진 가  택  수 다.  들 ,  상   물질  고  는 경

우, 질 가스, 질  산  물, 질  공  물,  가스, 또는 질   가스  물

 택  수 다.

컬 (160)는 가스 (150)  쪽에 어 , 러  컬 는 컬  공[0030]

간(140)에 어 고, 에  생  컬  본체  어  처리  수 도  어

다.

컬 (160)에는 러  컬  통  컬 사  가능 게 는 (200)  치 어[0031]

다. (200)  컬 (160)  통 고, 에  컬  는 컬들  

(200)  통  (20)에 사 게 다. (200)  도 1에  보는 것처럼 가 아지는 상  가지 ,

에  가 아짐  생  컬들    사  수 는  루고 다.

또 , 컬 (160)에는 퓨 (diffuser; 400)가 치 어  수 는 , 러  퓨 (400)는 도 4[0032]

 도 6에    수 다.

퓨 (400)는 본체(100)  컬 (160)에 치 , 퓨 는 복수  개 가 어 는 트[0033]

태  갖는다.

러  퓨 (400)는 생  컬들  컬 (160)  통    러  컬들  체[0034]

 균 게 는 것  도 다. 냐  퓨 에 어 는 복수  개  통과  컬들

 컬들  컬  체 에  균 게 는 것  가능 게 ,  도 또

 균 게 는 것  가능 게 다.

또 , 퓨 (400)에 어 는 복수  개 들  도 6에  도시  것처럼, 규칙  열 어 는 것[0035]

직 다. 도 6과 같  개 들  규칙  열 , 컬  시 욱 균   가능 게 

 문 다.

도 1  다시 돌아가 , 본체  마 생 공간(120)에는 마  생   들  재 는 , [0036]
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체  극(310); 체(330)  본체  벽(320)  재 다.

본체  벽(320)  그 운드 극 연  게 , 에  마 원 치   원(미도시)에[0037]

  압  가  경우, 마 생  가스 체  통  마 생 공간(120)에  마가

생 게 다.

 압  극에 가 는  원  주 수는 50Hz 내지 200MHz 다. 주 수가 50Hz  경우 [0038]

마  안  수 없는 가능  , 200MHz보다 클 경우, 상당  큰 마  도 가가 

생 여  아크   야  수  다.  직 게는  1kHz  내지  100MHz  ,  가  직 게는  5kHz  내지

100kHz 다. 가 는 압   극 사  간격, 극  체 , 마  , 사 는 

체( 연체)   등  고 여  택  수 다. 통상 50V - 40kV  내에  다. 50V 미만

경우 마  어 고, 40kV 상  경우 연체에 상  가  수 다. 직 게는 2kV - 10kV, 가

 직 게는 2kV - 8kV 다.

체(330)는 특별   없지만,  2000  미만   상수  갖는 연  물질  직 , 그 는[0039]

MgO, MgF2, LiF, CaF2, 알루미나, 리, 믹, 산 마그 슘 등  다.

또 , 본체 내 에는 마 생 공간과 컬  공간 사   게 는  1  크  [0040]

 재(340')  가스  마 생 공간 사   게 는  2  크   재

(340)가 어 다.

러   크   재들(340, 340')  각각  크  게  가스가 균 게 마 생[0041]

공간  게  뿐만 아니  컬  생  경우 컬   공간  통과  컬   폭

(도 2에  W )   균 게 포 는 것  가능 게 고, 극 는 균  컬  사가

루어지는 것  가능 게 다.

도 3 내지 5는 본   실시 에  원격 마 처리  스  사시도   사시도  습  각각[0042]

도시  것 ,  같  원격 마 처리  스에   원격 마 처리가  과 

계 없  균 게 루어질 수 게 다.

또 , 마 생 공간  컬  공간   시킴  에 직  마가 사 어 [0043]

상 는 문  결 었다.

시  실시 들에    본  술 야에  통상  지식  가진 가 본  거[0044]

나 또는 실시  수 도  공 다.  러  실시 들에  다양  변 들  본  술 야에  통상

 지식  가진 에게  것 , 여 에   원리들  본   어남  없  다

실시 들에  수 다.  그리 여, 본  여 에 시  실시 들  는 것  아니 , 여 에 

시  원리들  신규  특징들과 는  에  어야  것 다. 
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도 1

도 2
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도 3

도 4
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도 5
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